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(57)摘要

一种非晶材料晶化热处理装置，包括两个电

极(2，3)、温度传感器(6)、温控仪(8)、控制器

(10)、电源(12)及连接线；对于带状非晶，还包括

滚轮(4、5)、金属反射屏(18、19)、放带盘(15)、收

带盘(16)和光电带状非晶材料检测元件(17)，放

带盘上的非晶分别被压紧在两个电极和滚轮之

间、加热后，在滚轮带动下收至收带盘；对于块状

非晶，电极(2、3)中一个为固定电极，另一个为移

动电极，还包括连接在移动电极外侧面的提杆

(9)、固定块(11)和弹簧(13)，提杆(9)在控制器

(10)控制下使移动电极移动。本发明还提供了非

晶材料晶化热处理方法。本发明能显著提高产品

性能的一致性，且明显节约能源。
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1.一种非晶材料晶化热处理装置，包括：两个电极(2，3)、温度传感器(6)、温控仪(8)、

控制器(10)、电源(12)及连接线；

所述两个电极(2，3)分别与电源(12)的输出端连接，在加热非晶材料时两个电极(2，3)

分别与非晶材料的两端接触，通过电源(12)的输出加热非晶材料；

所述温度传感器(6)用于测量非晶材料的温度，并将采集的温度数据输送给与所述温

度传感器(6)相连接的温控仪(8)；

所述温控仪(8)用于设定非晶材料的热处理温度、接收所述温度传感器(6)传输的测量

数据、实时比较设定温度和接收的测量温度，将数据分析处理后形成的温度控制信号传输

给与所述温控仪(8)相连接的控制器(10)；

所述控制器(10)接收所述温控仪(8)的温度控制信号，据此输出信号给与所述控制器

(10)相连接的电源(12)，从而控制电源(12)的开关及输出功率；还包括两个滚轮(4、5)，包

括所述滚轮(4、5)的热处理装置适用于带状非晶材料的热处理，所述两个滚轮(4，5)分别安

装在所述两个电极(2、3)处，压紧所述电极(2、3)与带状非晶材料的接触，与控制器(10)相

连接并在控制器(10)控制下转动从而带动带状非晶材料水平移动；

还包括金属反射屏(18、19)，所述金属反射屏(18、19)分别安装在带状非晶材料的上下

两侧，以减少热损失；

还包括放带盘(15)、收带盘(16)和光电带状非晶材料检测元件(17)，所述放带盘(15)

通过未处理的带状非晶材料与所述滚轮(4、5)转动时的从动轮相连，用以存放待热处理的

带状非晶材料，所述收带盘(16)通过热处理完毕的带状非晶料与滚轮(4、5)转动时的主动

轮相连，用于收集热处理完毕的带状非晶材料，光电带状非晶材料检测元件(17)与控制器

(10)相连接，用于检测滚轮和收盘带之间是否有带状非晶材料通过，将检测信号输送给控

制器(10)，控制器(10)根据接收的信号控制电源(12)。

2.一种如权利要求1所述的非晶材料晶化热处理装置，其中滚轮为非导电材料。

3.一种如权利要求1所述的非晶材料晶化热处理装置，其中滚轮为导电材料，且一个电

极与电源的连接线同时连接到另一电极位置处的滚轮上。

4.一种非晶材料晶化热处理装置，其特征在于，包括：两个电极(2，3)、温度传感器(6)、

温控仪(8)、控制器(10)、电源(12)及连接线；

所述两个电极(2，3)分别与电源(12)的输出端连接，在加热非晶材料时两个电极(2，3)

分别与非晶材料的两端接触，通过电源(12)的输出加热非晶材料；

所述温度传感器(6)用于测量非晶材料的温度，并将采集的温度数据输送给与所述温

度传感器(6)相连接的温控仪(8)；

所述温控仪(8)用于设定非晶材料的热处理温度、接收所述温度传感器(6)传输的测量

数据、实时比较设定温度和接收的测量温度，将数据分析处理后形成的温度控制信号传输

给与所述温控仪(8)相连接的控制器(10)；

所述控制器(10)接收所述温控仪(8)的温度控制信号，据此输出信号给与所述控制器

(10)相连接的电源(12)，从而控制电源(12)的开关及输出功率；

所述电极(2、3)中的一个为固定电极(3)，另一个为移动电极(2)；还包括连接在所述移

动电极(2)的外侧面的压紧部件，所述压紧部件用于在测量时压紧位于所述两个电极(2、3)

中间的非晶材料与所述电极(2、3)的接触；所述压紧部件包括提杆(9)、固定块(11)和弹簧
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(13)，所述提杆(9)通过安装在固定块(11)与所述移动电极(2)之间的弹簧(13)连接在所述

移动电极(2)外侧面，所述提杆(9)与控制器(10)相连接并在所述控制器(10)控制下运动带

动所述移动电极(2)压紧或离开固定电极(3)上的非晶材料；

还包括待处理产品台(1)、产品收集器(7)、两个连杆，一个连杆在控制器(10)控制下将

待处理产品台(1)上的待处理非晶材料推入所述两个电极(2、3)中间，另一个连杆在控制器

(10)控制下将两个电极(2、3)中间已处理完毕的非晶材料推入产品收集器(7)。

5.一种非晶材料晶化热处理方法，其特征在于，它利用权利要求1-3中任一权利要求所

述的装置，包括以下步骤：

1)设定两个电极(2、3)之间的距离；

2)将卷成盘的待热处理带状非晶材料安装在放带盘(15)位置；

3)将带状非晶材料穿过依次穿过两个电极(2、3)，调节所述滚轮(4、5)，使所述滚轮(4、

5)分别压紧带状非晶材料与所述两个电极的接触；

4)接通电源(12)，打开控制器(10)、温控仪(8)、光电带状非晶材料检测元件(17)；

5)在设定温控仪(8)中设定晶化温度、晶化时间；

6)当所述滚轮(4、5)开始滚动并带动带状非晶材料移动时，将从两个电极(2、3)之间移

动出来的带状非晶材料卷到所述收带盘(16)上。
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非晶材料晶化热处理装置和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种非晶材料晶化热处理装置和方法，尤其涉及一种电阻加热法晶化

热处理非晶材料的装置和方法。

背景技术

[0002] 众所周知，非晶材料性能好坏与晶化热处理温度有密切关系，当前非晶材料热处

理晶化的处理是在大的炉膛内加热，一般采用炉膛直径约60厘米，炉膛高约50厘米在这样

一个大炉中，炉中心温度和炉周边温度差都较大，炉的上部温度与炉底的温度出存在大的

温差。由于在晶化时不同位置存在大的温差，因此，产品的性能就不可能完全一致，要想产

品的性能一致性好，就必须控制炉内各位置的温度差不超过30℃，目前热处理用大炉膛，要

想达到这么小的温差是不可能的。同时目前大炉热处理晶化加热时间长，一般在5～6小时，

因此为了防止非晶产品的氧化，加热炉必须通保护气体或抽真空，因此目前热处理晶化能

源消耗大，更主要是产品性能一致性差。

发明内容

[0003] 本发明的目的是：提供一种节约能源、产品性能好的非晶材料晶化热处理装置和

方法。

[0004] 本发明的技术方案是：一种非晶材料晶化热处理装置，包括：两个电极、温度传感

器、温控仪、控制器、电源及连接线；所述两个电极分别与电源的输出端连接，在加热非晶材

料时两个电极分别与非晶材料的两端接触，通过电源的输出加热非晶材料；所述温度传感

器用于测量非晶材料的温度，并将采集的温度数据输送给与所述温度传感器相连接的温控

仪；温控仪用于设定非晶材料的热处理温度、接收所述温度传感器传输的测量数据、实时比

较设定温度和接收的测量温度，将数据分析处理后形成的温度控制信号传输给与所述温控

仪相连接的控制器；控制器接收所述温控仪的温度控制信号，据此输出信号给与所述控制

器相连接的电源，从而控制电源的开关及输出功率。

[0005] 对于适用于带状非晶材料晶化的热处理装置，还包括两个滚轮，所述两个滚轮分

别安装在所述电极处，压紧所述电极与带状非晶材料的接触，与控制器相连接并在控制器

控制下转动从而带动带状非晶材料移动。

[0006] 进一步的，上述适用于带状非晶材料的晶化热处理装置还包括金属反射屏，所述

金属反射屏分别安装在带状非晶材料的上下两侧，以减少热损失。

[0007] 进一步的，上述适用于带状非晶材料的晶化热处理装置还包括非晶放带盘、收带

盘和光电带状非晶材料检测元件，所述放带盘通过未处理的带状非晶材料与所述滚轮转动

时的从动轮相连，用以存放待热处理的带状非晶材料，所述收带盘通过热处理完毕的带状

非晶料与滚轮转动时的主动轮相连，用于收集热处理完毕的带状非晶材料，光电带状非晶

材料检测元件与控制器相连接，安装在收带盘与滚轮中间，用于检测滚轮和收盘带之间是

否有带状非晶通过，将检测信号输送给控制器，控制器根据接收的信号控制电源。
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[0008] 更进一步的，上述适用于带状非晶材料的晶化热处理装置中，滚轮为非导电材料

或者导电材料，当它为导电材料时，一个电极与电源的连接线同时连接到另一电极位置处

的滚轮上。

[0009] 如上所述的适用于带状非晶材料的晶化热处理装置中，带状非晶材料在任何导电

材料制成的二个电极之间进行加热，二个电极之间距离可按需调节，电极可以滚轮形或电

刷形，或者液体金属，滚轮可调节与电极之间的间隙，它们分别紧压带状非晶材料材和电极

的接触，电极经电源线分别与电源二个输出端连接，滚轮可以是非导电材料或是导电材料

制成，如果后者，一个电极与电源的连接线同时连接到另一电极位置处的滚轮上，则是二电

极相向与带状非晶材料接触进行晶化加热，通电后带状非晶材料被加热，为了减少热损失，

在带状非晶材料二侧安装有金属反射屏，加热后带状非晶材料上升，由温度传感器测量它

的温度，温度传感器是红外测温元件或热电偶或铂电阻温度计，温度传感器测得的温度经

电线传送到温控仪，温控仪根据设产品化热处理温度和测量带状非晶材料实际温度差，决

定电源需要输出多大功率信号通过电线传送到控制器，控制器10接到命令，则发出信号经

电线传到电源，电源经过电线将输出分别加载到电极与电极，此时，带状非晶材料有电源经

过，带状非晶材料被加热，温度上升，当温度到达特定温度后，控制器开始控制滚轮转动，滚

轮转动带动带状非晶材料移动，装有待处理带状非晶材料的放带盘也在滚轮带动下开始转

动放带而收集完成晶化处理的收带盘也开始转动收带，转轮转速与升温速率有关，当全盘

带状非晶材料材晶化完毕后，光电带状非晶材料检测元件没有检测到有带状非晶材料经

过，则发出信号，关断所有电源。

[0010] 本发明还包括利用如上所述的适用于带状非晶材料的晶化热处理装置晶化热处

理带状非晶材料的方法，它包括以下步骤：

[0011] 1)设定两个电极之间的距离；

[0012] 2)将卷成盘的待热处理带状非晶材料安装在放带盘)位置；

[0013] 3)将带状非晶材料穿过依次穿过两个电极，调节所述滚轮，使所述滚轮分别压紧

带状非晶材料与所述两个电极的接触；

[0014] 4)接通电源，打开控制器、温控仪、光电带状非晶材料检测元件；

[0015] 5)在设定温控仪中设定晶化温度、晶化时间等参数；

[0016] 6)当所述滚轮开始滚动并带动带状非晶材料移动时，将从两个电极之间移动出来

的带状非晶材料卷到所述收带盘上。

[0017] 本发明还进一步包括适用于矩形、环形等块状非晶材料的晶化热处理装置，其中

电极中的一个为固定电极，另一个为移动电极；还包括连接在所述移动电极的外侧面的压

紧部件，所述压紧部件用于在测量时压紧位于所述两个电极中间的非晶材料与所述电极的

接触。

[0018] 进一步的，上述压紧部件包括提杆、固定块和弹簧，所述提杆通过安装在固定块与

所述移动电极之间的弹簧连接在所述移动电极外侧面，所述提杆与控制器相连接并在所述

控制器控制下运动带动所述移动电极压紧或离开固定电极上的非晶材料。

[0019] 更进一步的，上述适用于块状非晶材料的晶化热处理装置，还包括待处理产品台、

产品收集器、两个连杆，一个连杆在控制器控制下将待处理产品台上的待处理非晶材料推

入所述两个电极中间，另一个连杆在控制器控制下将两个电极中间已处理完毕的非晶材料
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推入产品收集器。

[0020] 如上所述，上述适用于块状非晶材料的晶化热处理装置按如下方式工作：按下电

源，控制器开始工作将提杆9抬起，控制器控制一个连杆将放在载物台上待处理非晶材料送

进二个电极之间，接着控制器将提杆放入，由于固定块和固定电极不能移动，因此弹簧将移

动电极压紧二电极之间的非晶材料，接着温控仪开始工作，接到由电线送来红外传感器所

测到非晶材料的温度数据，开始为室温，温控仪发出信号经电线传送到控制器，控制器发出

信号经过电线送到电源，要求电源输出一定的功率，电源经过电线分别加载到两个电极上，

电流经过非晶材料，非晶材料被加热，当温控仪测到非晶材料的温度与设定的晶化温度一

致时，温控器发出信号给控制器，控制器依照设定保温时间进行保温若干秒后，晶化完成，

控制器发出信号给电源停止供电，同时连杆提起，接着控制器控制另一连杆将晶化完成的

非晶材料送入产品收集器中，紧接着新一轮的重复操作。本发明可根据电源电压电流的大

小同时处理几个到几十个样品。

[0021] 本发明的装置的方法能显著提高晶化处理后产品性能的一致性，且明显节约能

源。

附图说明

[0022] 附图1为本发明适用于带状非晶材料晶化热处理的装置结构组成示意图；

[0023] 附图2为本发明适用于带状非晶材料晶化热处理的装置结构组成示意图；

[0024] 其中：1-待处理产品台(图2)；2-电极(图2中为移动电极)；3-电极(图2中为固定电

极)；4-滚轮(图1)；5-滚轮(图1)；6-温度传感器；7-产品收集器(图2)；8-温控仪；9-提杆(图

2)；10-控制器；11-固定块(图2)；12-电源；13-弹簧(图2)；15-放带盘(图1)；16-收带盘(图

1)；17-光电带状非晶材料检测元件(图1)；18-金属反射屏(图1)；19-金属反射屏(图1)。

具体实施方式

[0025] 实施例1

[0026] 一种适用于带状非晶材料晶化热处理的装置，如图1所示，包括电极2、3；滚轮4、5；

温度传感器6；温控仪8；控制器10；电源12；放带盘15；收带盘；光电带状非晶材料检测元件

17；金属反射屏18、19和连接线；两个电极2、3分别与电源12的输出端连接，两个电极2、3分

别与非晶材料的被加热两端接触，以在晶化热处理非晶材料时通过电源的输出加热非晶材

料；所述温度传感器6与温控仪8相连接，用于测量非晶材料的温度并将采集的温度数据输

送给温控仪8；温控仪8同时与控制器10相连接，用于设定非晶材料的热处理温度、接收所述

温度传感器传输的测量数据、实时比较设定温度和接收的测量温度，将数据分析处理后形

成的温度控制信号传输给与控制器10；控制器10同时与电源12相连接，用于接收所述温控

仪8的温度控制信号，据此输出信号给电源12，从而控制电源12的开关及输出功率；两个滚

轮4、5分别安装在电极2、3处，压紧所述电极2、3与带状非晶材料的接触，与控制器10相连接

并在控制器控制下转动从而带动带状非晶材料移动；金属反射屏18、19分别安装在被加热

带状非晶材料的上下两侧，以减少热损失；放带盘15通过未处理的带状非晶材料与所述滚

轮转动时的从动轮相连(即，如果图1中滚轮顺时针方向转动，则放带盘15安装在滚轮4处；

如果滚轮逆时针方向转动，则放带盘15安装在滚轮5处)，用以存放待热处理的带状非晶材
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料，所述收带盘16通过热处理完毕的带状非晶料与滚轮转动时的主动轮相连(即，如果图1

中滚轮顺时针方向转动，则收带盘16安装在滚轮5处，如果滚轮逆时针方向转动，则收带盘

16安装在滚轮4处)，用于收集热处理完毕的带状非晶材料；光电带状非晶材料检测元件17

与控制器10相连接，安装在收带盘16与滚轮中间，用于检测滚轮和收盘带之间是否有带状

非晶通过，将检测信号输送给控制器10，控制器10根据接收的信号控制电源；滚轮为非导电

材料或者导电材料，当它为导电材料时，一个电极与电源的连接线同时连接到另一电极位

置处的滚轮上，即，图1中电源12和电极3之间的连接线与滚轮4连接，或者滚轮5与电源12和

电极2之间的连接线连接。

[0027] 利用该装置进行带状非晶材料晶化热处理的方法为：设定二个电极之间的距离

30cm，带状非晶材料的宽度5～20mm，厚度为20～38μm，转成盘的带状非晶材料安装在放带

盘15位置，然后，将带状非晶材料穿过电极2和电极3，装在转轮16上的收带盘16上，调节滚

轮4与5，使它们分别压紧带状非晶材料与电极2与3的良好接触，接通总电源，各部分进入待

工作状态，将温控仪8设计为晶化温度，红外温度传感器6测得带状非晶材料温度为室温，带

状非晶材料实测温度与设定温度差不为零，因此，温控仪8发出信号要求控制器10给电源12

发信号要求电源输出15安培以上电流经过带状非晶材料，带状非晶材料被快速加热，当红

外温度传感器6实测到带状非晶材料材的温度与设定温度一致后，控制器10发出命令，滚轮

4与5开始转动，滚轮带动带状非晶材料向前移动，其移动速度为每秒一厘米，从滚轮移动出

来的已晶化热处理的带状非晶材料装在收带盘16上，同时放带盘15与收带盘16开始工作，

与此同时温控仪8将控制带状非晶材料温度恒定在晶化温度，当全盘带状非晶材料都处理

好了后，光电带状非晶材料检测元件17发出已无带通过信号给控制器10，控制器10收到这

个信号后立即关断总电源，等待下轮工作。

[0028] 实施例2

[0029] 一种适用于块状非晶材料晶化热处理的装置，如图2所示，包括电极2、3；温度传感

器6；温控仪8；控制器10；电源12；待处理产品台1；产品收集器7；两个连杆；提杆9；固定块11

和弹簧(13)；两个电极2、3分别与电源12的输出端连接，两个电极2、3分别与非晶材料的被

加热两端接触，以在晶化热处理非晶材料时通过电源的输出加热非晶材料；所述温度传感

器6与温控仪8相连接，用于测量非晶材料的温度并将采集的温度数据输送给温控仪8；温控

仪8同时与控制器10相连接，用于设定非晶材料的热处理温度、接收所述温度传感器传输的

测量数据、实时比较设定温度和接收的测量温度，将数据分析处理后形成的温度控制信号

传输给与控制器10；控制器10同时与电源12相连接，用于接收所述温控仪8的温度控制信

号，据此输出信号给电源12，从而控制电源12的开关及输出功率；一个连杆在控制器10控制

下将待处理产品台1上的待处理非晶材料推入所述两个电极2、3中间，另一个连杆在控制器

10控制下将两个电极2、3中间已处理完毕的非晶材料推入产品收集器7；所述提杆9通过安

装在固定块11与所述移动电极2之间的弹簧13连接在所述移动电极2外侧面，所述提杆9与

控制器10相连接并在所述控制器10控制下运动带动所述移动电极2压紧或离开固定电极3

上的非晶材料。

[0030] 利用该装置晶化处理块状非晶材料的方法为：将带状非晶材料卷成内径为5mm外

径为8mm高5mm环形样品。如图2所示，开电源12，使各设备在待工作状态，设定晶化温度为

600℃，按下控制器10按钮提杆9自动提起，一个连杆推动待处理产品台1上的样品到电极2
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和电极3之内，接着提杆9自动落下，由于弹簧13的压力将非晶材料紧紧压在二电极之间，良

好接触，此时，温度传感器6测得非晶环的温度为室温，温控器8给控制器10发出信号，要求

供电加热非晶环，控制器10发出信号给电源15输出50安培电流，当电流经过电极2和电极3，

非晶材料被加热，温度迅速上升，约10秒达到晶化温度600℃，测温探测到非晶环温度为600

℃时，温控仪8发出信号给控制器10，控制器10延时2秒(按需设定晶公温度恒温时间)，关闭

加热源15，接着提杆9提起，另一连杆拨动已处理好的非晶材料落入产品收集器7内，接着控

制器10的控制连杆将待处理产品台1上待处理的非晶环放置在二个电极之间，重复上述步

骤进另一个非晶环的晶化处理。

说　明　书 5/5 页

8

CN 107779586 B

8



图1

说　明　书　附　图 1/2 页

9

CN 107779586 B

9



图2
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